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"Verfahren zum Heratellen einea aus einer Viel- 
zahl von diakreten Leuchtatoffelementen beatt- 
henden Leuchtschirma einer Farbbildrohre" 



Dia Brfindung betrifft ein Verfahren zum Heratellen aina a 
aus einer Vielzahl von diakreten Leuchtatoffelementen be- 
atehenden Leuchtachirma ainer Farbbildrohre, bei dam die 
einzelnen Leuchtatoff element© durch Blektronenbeatrahlung 
einer zuaammenhangenden elektronenempfindlichen Schicht 
durch eine mit entsprechenden Offnungen versehene Maake, 
die in geringem Abatand yor dem Leuchtechirm angeordnet 
iat, hindurch photochemiach Oder elektrochemisch herge- 
atellt warden* 

Im Zuaammenhang mit einer FarbbildkathodenatrahlrBhre, bei 
welcher die ZwiachenrSume zwiachen den einzelnen Leucht- 
atoffelementen des Leuchtschlrmes mit ainer weitgehend 
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lichtundurchlassigen und nicbt ref lektierenden Schicht aus- 
gef till t sind, ist es erwunscht, dafi die einzelnen punkt~ 
forraigen Leuchtstoff elements in ihrer flachenmafiigen Aus- 
dehnung kleiner sind als die zugeordneten Locher in der 
sog. Lochmaske, die in geringem Ab stand vor dem Leucht- 
s chirm innerhalb der Rbhre angeordnet sind (Maskehrohre) 

Die Herstellung solcher Leuchtschirme fur Farbbtldrohren, 
die sich aus einer Violzahl von nebeneinander liegenden 
Leuchtstoffeleraenten zusammensetzen, geschieht bekannter- 
weise mit. Hilfe von photocheraischen Oder elektrochemischen 
Verfahren, wobei eine Bestrahlung einer auf dem I*eucht~ 
schirmtrager angebrachten lichtempfindlichen Oder elektrp- 
nenempfindlichen Schicht durch die Mask e hindurch mit 
einer entspr echenden Bestrahlung erfolgt, Es ist auch be- 
kannt, die Leuchtstoff schicht direkt mit elektronen- oder 
lichterapfindlichem Material zu durchsetzen, so dafi eine 
gesonderte lichtempf indliche oder elektronenempfindliche 
Schicht nicht mehr erforderlich ist. Die dabei verwendeten 
elektro nen- oder lichtempfindlichen Substanzen werden in 
bekannter We ise durch die Einwirkung der Strahliing gegen-\ 
iiber einem LSsungsroittel weitgehend unloslich gomaoht, so 
daB bei einea anschlieflenden Auswasch vor gang nur die Teile 
au^ dem Leuohtschirmtrager zuriickbleiben, die von der Strah- 
lung getrbffen sind. 
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Um nun Leucbtstoffpunkte berzustellen, deren Grofle gerih- 
ger 1st als dor Querschnitt der LScher in der Maske, durch 
welch© hindurch beatrahlt wird, ist bereits vorgeschlagen 
Tforden, die Bestrahlung zur Herstellung des Leuehtsohirmes 
mit einor Mask© vorzunehinen r die zunfichst kleinere Locher 
aufweist, um dann nach Fertigstellen dor Leuchtstof fschicht 
die tocher der Maske durch ©inen zusatzlichen Atzvorgang 
zu vergroflern. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrund©, 
©in vereinfachtes Verfahren zur Herstellung von Leucht- 
schirmen der eingangs genannten Art anzugeben. 

GemSB der Erfindung wird vorgeschlagen, dafl zwischen der 
Maslce und der elektronenempf indlichen Schicht ein elektri- 
sches Feld erzeugt vird r das die die Offnungen der Maske 
passierenden Blektronenbttndel vor Auftreffen auf die 
elektronenempf indliche Schicht im Querschnitt verringert, 
so daB die hergestellten Leucht s toff element e in ihrer akti- 
ven Flachenausdehnung geringer sind als die Querschnitte 
der Offnungen in dsr Maske, 

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgeraSBen Verfahrens 
besteht darin, dafl eine nachtragliche Bearbeitung der Loch- 
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maske nach erfol#er Herstellung des Leucht schirras nicht 
mehr erf order lich 1st, wodurch Ungenauigkeiten und Beaoha- 
di gunge n der Mask© dureh den zusStslichen Arbeit© gang ver- 
mis den werden* 

Anhand des in der Pigur dargestellten bovorzugten Ausftih- 
rungsbeispiols wird der Anmeldungsge gens t and nachfolgend 
n&her erklSrt, 

Die Figur zeigt . schema tis^h einen Ausschnitt aus einer 
Farbbildlochmaskenrohre, auf deren aus Glas bestehenden 
Frontplatie 1 ein Leuchtschirm aufgebracht wird. In ge~ 
ringem Abstand vor dora Leuchtschirm, beispielsweise in 
einem Abstand von 1 bis 2 cm, befindet sieh die sog« Loch-* 
maske 6 V Auf der Innenseite der Frontplatte 1 befindet 
sich eine Schicht 2 f die elektronenempfindliehes Material 
enthalt. An den von Elektronen getroffenen Stellen wird 
diese Schicht 2 gegeniiber einem L8sungsmittel veniger 
ioslich gemacht, so daA bei einem ansehlieflenden Auswasch* 
vorgang nur die Telle der Schicht auf der Innenflache der 
Frontecheibe 1 zuruckbleiben, die von Elektronen getrof fen 
wurden* 

Die Bestrahlung dieser Schicht afolgt mit einer Elektro- 
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nenstromung, die ihren Ausgang bevorzugt joweils dort hat, 
w> bed der spSter f ertiggestellten Rohre dia einzelnen 
Elektronenerzeuguhgssysterae der Rohre sich befinden. Die 
Elektronenstrahlung k trifft auf die Lochmaske 6 auf und 
durchdringt diese lediglich an den Stellen, an velehen die- 
se ait den Lochern 8 versehen ist. Die dies© Locher 8 
durcheetzende Elektronenstrahlung gelangt auf die elektro- 
nenempfindliche Schicht 2. Das Auftreffen der Elektronen- 
strahlung auf die gesamte Schirmflache wird durch Ablen- 

9 

kung des Elektronenstrahles erreicht. Dies© Ablenkung kann 
z. B. der beim Betrieb einer FarbbildrShre verwendeten ma- 
gnetischen Ablenkung durch eineAbl enkeinheit entsprechen, 
bei der der Elektronenstrahl periodisch tiber den gesamten 
Schirn bewegt wird. 

GenaB der Erfindung wird nun wahrend der Bestrahlung der 
elektronenetapf indlichen Schicht 2 nit der Elektronenstro- 
mung k an die Schicht 2 und die Lochnaske 6 -ait- Hilfe ei- 
ner Spannungsquelle 7 ein elektrostatisches Feld angelegt. 
Die durch dieses Feld erzeugten, Aquipotentiallinien sind 
nit 5 bezeichnet und es ist zu ersehen, dafl sich jeweils 
in den Bereichen der Locher 8 in der Lochnaske 6 Faldver- 
zerrungen ergeben, die kleine, jeweils den einzelnen Lo- 
chern C zugeordxiete elektrostatieche Linsen bilden. In- 
folgo der Wirkung dieser olektrostatischen Linden tritt eine 
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sannnelnde Wirkung auf die Elektronenbiindel, die. die Lo- 
cher 8 durchsetzen t ©in, so daB sich deren Durchraesser im 
Verlauf zwischen der Lochmaske 6 und der Schicht 2 ver- 
tingern. Dieae aammelnde tfirkiing kann durch entsprechende 
Ausbildung der Locher, z. B. konisehe Ausbildung, noch 
verstarkt werden, 

Als Resultat dieses wahr end der Bestrahlung angelegten 
elektrostatischen Feldes ergibt sich auf der Schicht 2 ei- 
na von den einzelnen Elektronenbundeln getroffene FlSche 
3 f deren Durchraesser a geringer ist als der Durchjneseer d 
des zugehbrigen LQches 8 in der Lochmaske 6, Die Starke 
der Verringeruhg des Querschnittes des ElektronenMindels 
hangt dabei u. a, von der angel egt en Spannung ab. Das an 
der Schicht 2 anliegendo Potential 1st getaaB der Erf in- 
dung hoher als das an der Lochnaske 6 anliegende Potential. 
Je grofler der Potentialunterschied zwiachon dies en beiden 
Potentialen isi, umso starker ist die Linsenwirkyng des 
zwischen der Lochmaako und der Schicht 2 erzeugten el ektri- 
schen Feldes. 

Unter Anwendung der vorstehend. beschriebenen Erfindung er- 
geben sich zwei bevorzugte Herat ellungsverf ahren zur Her- 
at ellung des Farbleuchtschirtnes. Da* eine Verf ahren > est eht 
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darin, daB die drei Leuehtstoffe nacheinander aufgebracht 
trerden, wobei zweckmaBig jeden Leuchtstoff das el©ktro- 
nenenpfindlicho Material zugesetzt iat. Es «ind zu diesen 
Zweck dann droi Bestrahlungen erforderlich, wobei die 
Elektronenstrahlquelle jeweils entsprechend der Lag© d©r 
Elektronenetrahlerzeugungssyatene dor Rohre versetzt vird. 

Ein weiteres bevorzugtes und sehr zweekagfiiges Verfahren 
besteht darin, zunachet auf den LeuchtschirmtrSger eine 
Schicht aufzubdngen, die in wesentlichen ana elektronen- 
empfindlichen Material besteht und die in Rahaen eines 
Arbeitsganges ait drei Elektronenstrahlern belichtet 
vird, oder aber in Rahmen eines Arbeitsganges nit einon 
Elektronenstrahler, der jeweils in die Lage der epfiter 
einzubauenden Elektronenstrahlerzeugungssysteme gebracht 
wird. Die nicht von den Strahlen gotroffenen Toil© dieser 
elektronenenpfindlichen Schicht werden entf ©rat und es 

» 

kann nunmehr der Zwiachenrauri zuischen den zurilckgeblie- 
benen Punkten der elektronenempf ihdlichen Schicht mit 
einer lichtundurchlXssigen, taoglichst echwarzea Schicht 
ausgefiillt werden. Nachdem dies© Schicht aufgebracht ist, 
kann nun die Beschichtung nit den Leuchts toff punkten in 
der bisher ublichen Weise, d. h. also ohne Anlegen eines 
elektrostatischen Peldes, erfolgen, weil es nunnehr unbe- 
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deutend 1st, wenn dieae Leuehtstoffpunkte eine gleieh 
grofle Ausdehnung beeitzen vie die Locher in dor Maske, 
Die geaafi der Erfirfdung vor Aufbringen der Leuchtatoff- 
punkte erzeugte achwarze Schicht deckt n&nlieh den HuBeren 
Hand der Leuchtatof fpunkte ab t so dafi von dieaen Leueht- 
stoffpunkten nur ein kleinerer Teil apater ©lektronenop- 
tLsch Kirkaam vird, nanlich nur der Teil t der durch die 
Schicht nicht abgedeckt 1st. 
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Pat entansprtich e 

(lj Verfahren zum Herat ell eh einea aus einer Vielzahl von 

diakreten Leuchtatoff elementen beatehenden Leuchtachirma 

einer Farbbildrohre, bei dem die einzelneh Leuchtatoff ele- 

mente durch Elektronenbestrahlung einer zusamaenhangend en 

elektronenempfindlichen Schicht durch dine mit entspre- 

chenden Offnungen versehene Maske, die in geringem Abatand 

vor dem Leuchtaehiro angeordnet ist, hindurch photo ohemisch 

oder elektrochemisch auf gebracht werden, dadurch gekgnn*- 

zeichnet , dafl zwischen der Maake und der elektroneneopf ind- 

lichen Schicht ein elektrischea Peld erzeugt wird, das 
h 

deb Querechnitt der die Offnungen der Maake paaaierenden 
Elektronenbiindel vor Auftreffen auf die elektroneneapfind- 
JLiche Schicht verringert, so dafi die hergeatellten Leucht- 
stoff elemente in ihrer aktiven Plachenauadehnung g ©ringer 
dLnd als die Querschnitte der Offnungen in der Maake* . 

2. Verfahren nach Anapruch 1, dadurch gekennzeichnet , daQ 
der Trager der elektronenonpf indlichen Schicht nit einer 
inabeaondere transparent en elektriach leitenden Schicht 
vers eh en wird # 



• 10 - 

1098 1 7/ 106 1 **D GW^ U 



• 10 - 



195? 08 2 

Vh 59/152 



3. Verfahren nach Anspruch l y dadurch gekennzeichnet « daft 
©lektrisch leitfahig gemachte Leuchtstoffsehichten verven- 
det werden, 

4. Verfahren nach einem oder mehreren dor Anspruch© 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet , daO ala Mask© ein© Lochraask© vor- 
wendet wird, 

5. Verfahren nach einea oder mehreren der Ansprttche 1 his 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafi als Mask© ein© Filterelektrode 
verwendet vird. 

6. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprttche 1 bis 

5 , dadurch gekennzeichnet f daft das elektrische Feld durch 
Anlegen einer elektrischen Spannung an den Trager der 
elektronenempf indlichen Schicht oder an diese Schicht 
einerseits und an die Maske andererseits erzeugt wird, 

7> Verfahren nach einea oder mehreren der AnsprUche ibis 

6, dadurch gekennzeichnet, daft das elektrische Feld san- 
aelnd ausgebildet wird. 
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